Estudo da fabricacao de filmes de GaSb sobre Si utilizando a técnica de sputtering.
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Introducao

O antimoneto de galio (GaSb) € um semicondutor que caracteriza-se por exibir band gap (banda proibida) de aproximadamente 0.72 eV a 300K. O GaSb quando irradiado com feixes de ions torna-se poroso,
aumentando significativamente sua area superficial. Isso favorece reacdes quimicas que ocorrem na superficie, caracteristica muito favoravel para seu uso no desenvolvimento de sensores de gas. Uma das
técnicas utilizadas no estudo deste material foi a técnica de retro espalhamento Rutherford (RBS), que permite identificar a profundidade e a concentracao de cada elemento na amostra. Outra técnica utilizada

foi a difracdo de raios-X, que possibilita identificar a estrutura cristalina do material.

Formacao por sputtering e irradiacao do GaSb

@ Os filmes de GaSb foram fabricados por sputtering sobre substratos de Si a temperatura ambiente

@ ApoOs a irradiagdo com ions de Au, 17 MeV, as amostras ficaram porossas € aumentaram a sua espessura.

GaSb +

u

S| L 5102

Au
17 Mev

Figure 1: A figura de cima € uma representacdo esquematica da amostra apds ser fabricada pelo processo de sputtering e a de baixo € uma
representacdo do que acontece com as amostras ap0s a irradiacao.

Analise do RBS do GaSb
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Figure 2: O gréfico a foi obtido via RBS para amostras de GaSb com espessuras diferentes nao irradiadas , o b foi obtido para as mesmas
amostras irradiadas com 2E14cm 2 e o ¢ é uma comparacdo para cada espessura da amostra ndo irradiada com a irradiada a uma fluéncia
de 2E14cm™2.
@ No espectro de RBS € possivel identificar a presenca de Ga e Sb, bem como o substrato de Si e a camada de
Si0O, que os separa. Também conseguimos identificar uma mudanca na declividade do platd do Si, o que indica
um aumento na rugosidade da interface GaSb/Si.

Analise da area das amostras
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Figure 3: Integral do pico do GaSb em amostras ndo irradiadas e apés irradiacio com fluéncia 2E14cm =2 .

@ A figura acima mostra que nao ha perda de material apos a irradiacao.

Analise de raios x
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Figure 4: A figura mostra a difracdo de raios x.
@ Nos graficos a e b podemos observar que o material apresenta uma fase cristalina com estrutura zicblende.
ApOs a irradiagao observa-se um aumento na amplitude dos picos. O grafico ¢ mostra a comparacao entre
amostras de mesma espessura antes e ap6s irradiagio com fons de ouro a 2E14cm =2 .

Figure 5: Imagens feitas com o ambiente computacional CompuCell3D.

@ Como perspectiva temos o desenvolvimento de um modelo computacional que reproduza qualitativamente o
comportamento das amostras apos a irradiacao. Para isso estamos desenvolvendo um modelo matematico no
ambiente computacional CompuCell3D.

Conclusoes

@ Distor¢ao no pico do GaSb devida 4 rugosidade da interface GaSb/Si causada pelo aumento da porosidade.

@ ApoOs a irradiagao nao ha perda de material.
@ GaSb depositado por sputtering apresenta estrutura zincblende.
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